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１．概要（Summary） 

微粒子の表面にコーティングを施し、高機能・高付加価

値化するための、プラズマを用いたドライコーティング装

置を実用化する。現在、当社では、微粒子プラズマコーテ

ィング装置の試作機をもとに、より実用レベルの生産量を

達成することを目的として、実用機の立上を行っている。

実用機にて作製した DLC コーティングサンプル（Si ウエ

ハ片）の Raman 分光分析を行い、試作機にて作製した

DLCコーティングサンプルと同等のDLC膜が生成されて

いることを確認した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

顕微レーザーラマン分光装置(RAMAN) 

【実験方法】 

Fig. 1に、粉体 CVD成膜装置の成膜チャンバー概念

図を示す。粉体成膜時は、六角柱型のバレル電極内に

粉体を格納し、成膜時にバレル電極を揺動させ、粉体を

転がすことで、粉体表面にコーティングできるようになって

いる。本実験では、バレル電極を静止状態に固定し、六

角形の電極平面部分に、Si ウエハ片を設置し、真空排気

した後に、ガスシャワー電極から原料ガスを導入した。そ

の後、バレル電極に高周波を供給し、プラズマを発生させ

て成膜した。成膜条件は、ガス流量（トルエン：Ar＝20：

20 sccm）、ガス圧力 4 [Pa]一定とし、高周波出力を

500,1000,1500 [W]と変化させ、成膜した。そして、Si ウ

エハ片上に生成された膜が、DLC となっているかを確認

するため、ラマン分光分析を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2に、作製した薄膜のラマン分光分析結果を示す。

測定により求められたラマンスペクトルは、どの成膜条件

においても、D バンドと G バンドのピークが現れた。このこ

とから、作製された膜が DLC であることが確認できた。一

般的には、Dバンドの位置は 1360 cm-1付近、Gバンドの

位置は 1580 cm-1 付近で観測されると言われている。今

回のサンプルは、一般的な値よりも低波数側にシフトして

いる。これは、DLC の構造がポリマーライクになっている

ためであり、膜中に水素原子が多く含まれていることを示

していると考えられる。 
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Fig. 1 Coating Chamber Conceptual 

Diagram. 

 

Fig. 2 Raman Spectra of DLC films on Si wafer. 


